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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen voriaufigen PrGfungsbericht, der von der mit der 
internationalen voriaufigen PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaG 
Artikel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. E3 (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

Blatter mit der Beschreibung, Anspriichen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die f rQhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Ober den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Euro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAJes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derydie ein Sequenzprotokoll undybder die dazugehorigen Tabellen enthaltfenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische n Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handeit, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprungiich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-9 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -1 1 eingegangen am 08.04.2005 mit Telefax 

Zelchnungen, Blatter 

1/5-5/5 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprungiich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wexm Punkt 4 zutrifft, konnen elnige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: 


Anspruche 


1-11 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-11 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-11 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 



siehe Beiblatt 
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Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D2: BURGMAIR M ET AL: "Contribution of the gate insulator surface to 

work function measurements with a gas sensitive FET" 
D3: DE 101 18 367 A 

D6: US-A-5 900 128 

D8: DE 101 61 214 A 

D10: POHL R ET AL: "Realization of a new sensor concept: improved ccfet 

and sgfet type gas sensors in hybrid flip-chip technology" 

Re Section VIII 

1 Artikel 6 PCT 

1 .1 Anspruch 1 ist aus den folgenden Grunden unklar: 

Aus der Beschreibung und aus den Fig. 1-5 geht klar hervor, daB das folgende 
Merkmal fur die Definition der Erfindung wesentlich ist: 

Eine elektrische Isolationsschicht (17) auf der mittel- Oder unmittelbar eine 

hydrophobe Schicht (19) deponiert wird. 
Da der unabhangige Anspruch 1 dieses Merkmal nicht enthalt, entspricht er nicht 
dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daB 
jeder unabhangige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muB, die fur 
die Definition der Erfindung wesentlich sind. 

Der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 ist unklar. Anspruch 1 ist dadurch 
gekennzeichnet, dass an der Oberflache des Gassensors eine hydrophobe 
Schicht (19) angeordnet ist. Diese Schicht befindet sich gemass dem Anspruch 
zwischen der gassensitiven Schicht und dem Kanalbereich und/oder einer 
Sensorelektrode, die mit einer and dem Kanalbereich angeordneten 
Gateelektrode elektrisch verbunden ist. Allerdings geht aus den Zeichnungen 1-4 
hervor, dass die hydrophobe Schicht (19) sich nicht zwischen gassensitiver 
Schicht und Kanalbereich (8) und/oder einer Sensorelektrode (16) (die mit einer 
and dem Kanalbereich angeordneten Gateelektrode elektrisch verbunden ist) 
befindet, sondern daneben. Ausserdem wurde "...an der Oberflache des 
Gassensors..." bedeuten, dass sich die hydrophobe Schicht entweder uber dem 
Pol (11) oder unter dem Substrat (2) gemass Zeichnung 2 befinden musste. Dies 
ist nicht der Fall. 

Daruber hinaus ist der Begriff " ...und dass die hydrophobe Schicht in der 
Oberflache des Gassensors betrachtet zwischen der gassensitiven Schicht und 
dem Kanalbereich und/oder einer Sensorelektrode angeordnet ist,..." vollig unklar. 
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Zur Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit wird der unklar 
formulierte Anspruch 1 im Lichte der Figuren 1-5 und der Beschreibung, 
insbesondere S.7,Z.27-S.8,Z.12 interpreter! Dort wird der Aufbau des 
Gassensors klar und eindeutig beschrieben. Dariiber hinaus wird die elektrische 
Isolationsschicht (17) als ein wesentliches Merkmal fur die Erfindung 
berucksichtigt. 

1 .2 Verschiedenes 

Begriffe wie "vorzugsweise" (bsp. Anspruch 5,8) haben keinen 
einschrankende Wirkung auf den Schutzumfang des Anspruchs. Alle 
Merkmale hinter diesem Begriff werden daher als rein fakultativ angesehen. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

2 Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) und Art. 33(3) PCT 
neu und erfinderisch ist. 

D2 offenbart einen Gassensor gemaB Oberbegriff von Anspruch 1 (Fig. 2) , wobei 
an der Oberflache des Gassensors eine hydrophobe Passivierungsschicht (Si 3 N 4 ) 
angeordnet ist und diese Schicht sich zwischen der gassensitiven Schicht und 
dem Kanalbereich befindet 1 . (Der Oberbegriff von Anspruch 1 wird auch von D3 
offenbart (Zusammenfassung, Fig. 1, Par. [0012-0017], Anspruch 1-4)). 

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von dem in D2 darin, dass 
eine Isolationsschicht (17) auf Drain (3) und Source (4) angeordnet ist, wobei auf 
dieser Isolationsschicht eine hydrophobe Schicht (19) angeordnet ist, deren mit 
Wasser gemessener, auf eine plane Oberflache bezogene statische 
Kontaktwinkel mindestens 90° betragt. 



wie aus D1 ersichtlich werden Si 3 N 4 - Schichten als hydrophobe Schichten 
bezeichnet (Zusammenfassung). 
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Der daraus resultierende technische Effekt ist, die Adsorption von Feuchtigkeit auf 
der Oberflache des FETs zu erschweren oder sogar vollig zu verhindern, indem 
das Benetzungsverhalten von Wasser auf der hydrophoben Schicht festgelegt 
wird. Die ublichen (hydrophoben) Passivierungsschichten Si 3 N 4 Schichten werden 
einfacher von Wasser benetzt (siehe Anhang der Anmelder vom 8.4.2005) als die 
in dieser Anmeldung vorgeschlagene hydrophobe Schicht und haben deshalb 
eine grossere Querempfindlichkeit auf Feuchtigkeit. 

Keines der im Recherchenbericht zitierten Dokumente offenbart eine wie in 
Anspruch 1 vorgeschlagene Losung. Passivierungsschichten in FET-Technologie 
sind meist eine Kombination aus Si0 2 und Si 3 N 4 (D2: (Fig. 2); D8: (Par. [0063]); 
D10, Fig. 4)) oder Polyimid (D6, Sp. 4, Z. 1-10). Deren Kontaktwinkel liegen aber 
bei ca. 60°. 

D3 offenbart zwar einen Gasssensor gemass Oberbegriff mit einer auf die 
Isolationsschicht aufgebrachten "isolierenden" Oberflachenprofilierung. Allerdings 
geht aus D3 nicht hervor, aus welchem Material diese Profilierung besteht. Viele 
elektrisch isolierende Schichten wie Alumina etc. sind nicht hydrophob und haben 
daher einen Kontaktwinkel, der grosser als 90° ist. 

Der Fachmann wird daher nicht ohne erfinderisches Zutun ein solches Material 

einsetzen und so zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen. 

Die abhangigen Anspruche 2-1 1 werden daher auch als neu und erfinderisch 

betrachtet. 
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Vorschlag fUr neue PatentansprQche 
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Gassensor (1) mit elnem Substrat (2) eines ersten Ladungstragertyps, auf dem 
elne Drain (3) und eine Source (4) eines zwetten Ladungstrdgertyps ange- 
ordnet slnd, wobei zwischen Drain (3) und Source (4) ein Kanalbereich (8) 
gebildet ist, und mit einer gassensitiven Schlcht (1 0), die Pole (11,12) hat zwi- 
schen denen in Abhangigkeit von der Konzentration eines mit der Schicht 
(1 0) in Kontakt befindlichen Gases elne gasinduzierte Spannung auftritt wo- 
bei die gassensitive Schicht (10) zur Messung der Spannung mit ihrem einen 
Pol (12) Ober einen Luftspatt (14) kapazitiy an den Kanalbereich (8) gekoppelt 
ist und mit ihrem anderen Poi (11) mit einer ein Bezugspotential aufweisen- 
den Gegenelektrode (1 3) vettounden ist, dadurch gekennzeichnet, dass an 
der Oberfldche des Gassensors (1) eine hydrophobe Schicht (19) angeord- 
net 1st deren mit Wasser gemessener, auf ein plane Oberfldche bezogene 
statische Kontaktwinkel mindestens 90° belragt, und dass die hydrophobe 
Schicht (19) in der Oberfldche des Gassensors (1) betrachtet zwischen der 
gassensitiven Schicht (1 0) und dem Kanalbereich (8) und/oder einer Sensor- 
elektrode (16) angeordnet ist, die mit einer an dem Kanalbereich (8) ange- 
ordneten Gateelektrode (22) elektrisch verbundenen Ist. 

Gassensor (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass er an seiner 
Oberflache einen elektrisch leitfahigen Guardiing (1 8) aufweist, der den Ka- 
nalbereich (8) und/oder die zu dem zu dem Kanalbereich (8) IHhrende Sen- * 
soreiektrode (1 6) mit Abstand zu dem Kanalbereich (8) und/oder der Sen- 
sorelektrode (16) umgrenzt, und dass die hydrophobe Schicht (19) zumlndest 
in elnem zwischen dem Guardring (1 8) und dem Kanalbereich (8) und/oder 
der Sensorelektrode (16) befindlichen Berelch der Oberflache des Gassen- 
sors (1) angeordnet ist. 

Gassensor (1) nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die hydrophobe Schicht (19) durchgdnglg Ober den Kanalbereich (8) 
und/oder die Sensorelektrode (1 6) erstreckt. 

Gassensor (1) nach elnem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die hydrophobe Schicht (19) von dem Kanalbereich (8) und/oder der 
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Sensorelektrode (8) beanstandet ist und den Kanalbereich (8) und/oder die 
Sensorelektrode (16) vorzugsweise ring- oder rahmenformig umgrenzt. 

5. Gassensor (1) nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 

5 dass der mit Wasser gemessene, auf ein plane Oberflache bezogene stati- 

sche Kontaktwlnkel der hydrophoben Schicht (19) mindestens 105° und be- 
vorzugt mindestens 120° betrdgt. 

6. Gassensor (l) nach einem der AnsprOche 1 bis 5< dadurch gekennzeichnet, 

i o dass MolekOle der hydrophoben Schicht (1 9) kovalent an die Oberfldche ei- 

ner daran angrenzenden, vorzugsweise halbleitenden oder elektrisch isolle- 
renden Schicht des Gassensors (l) gebunden. 

7. Gassensor (1) nach einem der AnsprOche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
1 5 dass die hydrophobe Schicht (1 9) mindestens ein Polymer enthdlt. 

* 

8. Gassensor (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer 
ein nuoriertes und bevorzugt ein perfluoriertes Polymer ist. 

2D 9. Gassensor (1) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 

Polymer Ober eine vorzugsweise als Monolage ausgebildete Zwischen- 
schicht (20) mit einer benachbarten, vorzugsweise halbleitenden oder elekt- 
risch isolierenden Schicht des Gassensors (1) verbunden ist, dass die Zwi- 
schenschlcht (20) mindestens eine an der benachbarten Schicht verankerte 

25 reaktive Gruppe auiweist, und dass das Polymer vorzugsweise Ober eine ko- 

valente Bindung an die Zwischenschlcht (20) gekoppelt ist. 

10. Gassensor (1) nach einem der AnsprOche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die hydrophobe Schicht (19) eine Oberflachenprofilierung mit Vor- 

30 sprungen und Vertiefungen auiweist. 

1 1. Gassensor (1) nach einem der AnsprOche 1 bis 1 0, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vertiefungen als Grdben oder Nuten ausgebildet sind, die vorzugs- " 
welse rahmen- oder ringlBrmig urn den Kanalbereich (8) und/oder die Sen- 

35 sorelektrode (1 6) umlaufen. 
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